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@' Procédé et dispositif pour I'attaque de cuivre masqué paf un masque de nickel-or. -

L'invention concerne la fabrication des circuits imprimés.
Dans une opération d‘attague anisotrope de cuivre 2 travers
un masque en nickel-or, on établit une’ connexion électrique 26
entre le cuivre d'un circuit imprimé 11 et la paroi 27 de la
chambre de réaction 21, ou tout autre conducteur électrique

avec lequel la solution d'attaque vient en contact. On évite - -

ainsi une surgravure latérale du cuivre au-dessous du masque
en nickel-or. -
Application i I'électronique.
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L'invention concerne de fagon générale la fabri-

~cation de cartes de circuit imprimé et elle porte plus par-

ticuliérement sur un procédé et un dispositif pour 1l'atta-
que anisotrope de cuivre a travers un masque en nickel-or
sur une carte de circuit.

Dans un procédé de fabrication de cartes de cir-
cuit résistant & la corrosion, on forme un motif en matiére
de réserve photographique sur la surface extérieure de la
couche de cuivre, de fagon que les parties du cuivre a pré-
server soient laissées & nu & travers la matiére de réserve.
On forme une couche d'or sur les parties & nu du cuivre,
avec une couche de nickel intercalée entre le cuivre et 1l'or
pour empécher la diffusion de l'or dans le cuivre. On en-
léve la matiére de réserve photographique et on élimine par
attaque les parties du cuivre qui sont maintenant & nu, l'or
faisant fonction de masque pendant le processus d'attaque.

Pendant 1'élimination par attaque des parties &
nu du cuivre, il se produit avec toutes les techniques d'at-
taque antérieures connues de la Demanderesse une surgravure la-
térale ou un enlévement indésirable du cuivre au-dessous du
masque en nickel-or. On a trouvé de fagon quelque peu sur-
prenante qu'il était possible d'éliminer presque entiérement
cette surgravure latérale en connectant électriquement le
cuivre & la paroi du réacteur ou a tout autre conducteur
électrique avec lequel l'agent d'attaque vient en contact.

‘ Un but général de l'invention est de procurer un
procédé nouveau et perfectionné pour 1l'attaque de cuivre &
travers un masque en nickel-or sur une carte de circuit.

Un autre but de l'invention est de procurer un
procédé et un dispositif du genre ci-dessus qui produisent
~une attaque anisotrope en ne donnant pratiquement lieu a
aucune surgravure latérale du cuivre au-dessous du masque
en nickel-or.

Conformément & 1'invention, on atteint ces buts
ainsi que d'autres en établissant un contact électrique
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entre le cuivre se trouvant sur la carte de circuit et la
paroi du réacteur ou tout autre conducteur électrique avec
lequel la solution d'attaque vient en contact. Avec cette
connexion, 1e'cuivre'qui est enlevé et 1'autre conducteur
sont maintenus pratiquement au méme potentiel électrique,
et on a trouvé, de fagon quelque peu surprenante, que la
réaction d'attaque devient anisotrope, sans surgravure la-
térale notable du cuivre au-dessous du masque en nickel-
or. '

L'invention sera mieux comprise a la lecture de
la description qui va suivre d'un mode de réalisation et
en se référant aux dessins annexés sur lesquels :

la figure 1 est une coupe partielle d'une carte

de circuit portant un masque en nickel-or qui doit &tre

soumise & une opération d'attaque conformément i 1'inven-
tion ; et ° ' .
la figure 2 est une coupe partielle, quelqﬁe peu
schématique, d'un mode de réalisation d'un dispositif des-
tiné & 1'attaque de cuivre conformément & 1'invention.
Dans les dessins, l'invention est représentée en
liaison avec une carte de circuit imprimé 11 qui comporte
un substrat isolant 12 et une couche de cuivre 13 sur une
face du substrat. Un masque en nickel-or qui comprend une
couche de nickel 14 et une couche d'or 17 est formé sur la
surface extérieure du cuivre, sur les parties du cuivre & -

conserver. On peut former le masque par n'importe quelle

- technique appropriée, comme par exemple en revétant la to-

%5

talité de la surface du cuivre avec une couche de matiére
de réserve photographique, en enlevant la matiére de ré-
serve aux endroits ol on doit conserver le cuivre, en ef-
fectuant sur la carte un Placage de nickel et d'or qui
n'adhére qu'aux endroits auxquels la matiére de réserve.a
été enlevée, et en enlevant ensuite le reste de la matiére
de réserve. ' e :
On enléve le cuivre 3 nu en exposant la carte a
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3
une solution d‘attaque- On peut employer n'importe quelle.
solution d'attaque appropriée, et une solution préférée est
décrite dans le brevet des E.U.A. n° 4 497 687. Cette solu~
tion comprend une solution aqueuse de NO, ou HNO5, un-sel -
de cuivre dissous, tel que Cu(N03)2, et un additif consis-
tant en un polymére qui fait fonction d'agent. tensio-actif
et d'inhibiteur de 1'attague latérale ou de la surgravure
latérale. Ie brevet précité décrit de fagon plus détaillée
cette solution d'attaque et son utilisatione.

On peut accomplir la réaction d'attaque dans
n'importe quel réacteur approprié, et dans le mode de réa-
lisation qui est représenté sur la figure 2, la carte de
circuit 11 est attaquée dans un réacteur 21 qui comporte
un canal d'écoulement 22 dans lequel la carte est placées
Ia solution d'attaque s'écoule dans le canal et on ﬁeut 1é—.
gler le débit pour optimiser 1'enlévement du cuivre. Le
brevet des E.U.A. n® 4 482 625 décrit en détail un réacteur
de ce type.

Un fil 26 conducteur de 1'e1ectr1c1te est con-
necté entre le cuivre qui se trouve sur la carte.de circuit
et la paroi métallique 27 du réacteur, conductrice de
1'électricité, pour maintenir le cuivre et la paroi prati-
quement au méme potentiel électrique. Une commexion simi- -
laire est établie entre la carte et tout autre conducteur )
electrlque (non représenté) avec lequel 1a solutlon d'atta—‘
que du culvre peut venir en contact. On a trouvé de faqon a
quelque peu surprenante que cette connexion est trés effi-
cace pour éliminer 1l'attaque latérale ou la surgravure la-
térale du cuivre au-dessous du masque en nickel-or. On ne
comprend pas pleinement la raison de ce résultat, mais on
pense qu'il est d@i au moins en partie 4 1'élimination d'un
effet voltaique entre le cuivre et l'autre conducteur.

Iorsque le cuivre est attaque, il -entre dans la
solution d'attaque sous la forme cu't. Sl la solution

35 s'écarte con81derablement de la neutralité electrlque, des'
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forces électrostatiques trés élevées apparaissent et ramé-

.nent la solution & la neutralité. Pour que ceci se produi-

se, des anions doivent &tre présents pour neutraliser la

' charge positive des cations cuivre. Les cations cuivre et

les anions diffusent & partir de la carte de circuit lors-
qu'ils sont présents avec des concentrations élevées, et
s'ils n'ont pas le méme coefficient de diffusion, il appa-
rait une séparation de charge suffisante pour produire un
champ électrique d'intensité et de direction suffisantes
pour ddnﬁer lieu & un mouvement conjoint des charges néga-
tives et'pdsitives;ili existe alors une tension entre la

r'cérte et l'intérieur de la solution d'attaque, sans aucun

courant résultagt; Un effet similaire se produit au niveau

~ de la paroi du réacteur ou d'un autre conducteur électri-

15

20

que, et une différence-de tension apparait entre la carte

et la paroi ou un autre conducteur. lorsque ceci se pro-

dult, une surgravure latérale du cuivre a lieu. 7
Lorsqu'une connexlon electrlque externe est éta-

‘blie entre la carte ‘en cuivre: et la paroi du réacteur ou

un autre conducteur, un courant d'électrons peut circuler

‘,entre les deux, et il ne peut exlsuer aucune différence de

25

.50

potentiel électrique. Lorsque le cutt passe en solutlon,

il est neutralisé par un déplacement de 1l'ensemble de la
distribution de charges négatives, et par 1l'apparition sur

‘la paroi du réacteur ou tout autre conducteur de deux

électrons qui ont circulé & travers le fil, a partir de la
carte en cuivre. Il se peut également que le cu*” soit neu-
tralisé par un agent tensio.— actif négatif qui se flxe en-
sulte a la paroi de la matlere attaquee. o '

. La descrlptlon precedente montre que 1l'invention

'lprooure un procede et un dlsp051t1f nouveaux et perfectlon-

35

nés pour l'attaque du cuivre. Bien entendu, diverses modi-
fications peuvent &tre apportées au procédé et au disposi-
tif décrits et représentés, sans sortir du cadre de 1'in-
vention. ‘ '



10

15

20

25

35

2564683

5
REVENDICATIONS
1. Procédé d'attaque de cuivre (13) sur une carte
de circuit imprimé (11) en présence d'un autre conducteur
électrique (27), caractérisé en ce qu'il comprend les opé-
rations suivantes : on forme un masque métallique (14, 17)

sur des parties du cuivre & conserver, on connecte élec-
triquement le cuivre & l'autre conducteur (27), et on met
en contact les parties a4 nu du cuivre (13) et de 1l'autre
conducteur (27) avec un agent d‘'attaque liquide, pour en-
lever le cuivre.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu'on met le cuivre (13) en coantact avec 1'agent
d'attaque dans une chambre de réaction (21) ayant une paroi
métallique conductrice de l'électricité (27), et on connec-
te électriquement le cuivre i la paroi métallique (27).

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l'agent d'attaque comprend une solution aqueuse
de NO, ou HN03, Cu(NO;)2 et un additif consistant en un
polymére.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu'on forme le masque métallique en formant une cou-
che de nickel (14) sur le cuivre (13) et en formant une.
couche d'or (17) sur le nickel.

5. Dispositif destiné & l'enlévement de cuivre a
partir d'une carte de circuit (11) en présence d'un autre
conducteur électrique (27), avec un masque métallique (14,
17) recouvrant des parties du cuivre a conserver, caracté-
risé en ce qu'il comprend des moyens (26) destinés & con-
necter électriquement le cuivre (13) & 1'autre conducteur
(27) pour maintenir le cuivre et 1l'autre conducteur prati-
quement au méme potentiel électrique, et des moyens desti-
nés i mettre en contact les parties & nu du cuivre et de
1'autre conducteur avec un agent d'attaque liquide, pour
enlever le cuivre (13).

6. Dispositif selon la revendication 5, caracté-



2564683

6
risé en ce qu'il comprend une chambre de réaction (21) ayant
une paroi conductrice de 1'électricité (27), et des moyens
(26) destinés.& connecter le cuivre & la paroi de la chambre
de réaction. ’

5 7. DlSpOSltlf selon la revendication 6, caractéri-
sé en ce que les moyens destinés a_connecter le cuivre (13) 2
la paroi (27) de la chambre de réaction consigtent en un fil
conducteur de l'électricité (26).

8. Dispositif selon la revendication 5, caractéri-

10 sé en ce que l'agent 4' attaque comprend une solution aqueuse
de N02 ou HNOB, Cu(N03)2 et un additif consistant en un
polymére. ,

9. Dispositif caractérisé en ce qu'il comprend,
en combinaison 3 une carte de circuit (11) dont une face

15 porte une couche de cuivre (13) conducteur de 1'électricité,
un masque en nickel-or (14, 17) recouvrant des parties du
cuivre, un autre conducteur électrique (27) situé i proxi-
mité de la carte de circuit (11), un agent d'attaque liquide
venant en contact avec les parties 4 nu du cuivre (13) et

20 de 1'autre conducteur (27), et des moyens (26) qui connec-
tent électriquement ensemble le cuivre et 1'autre conducteur
pour maintenir le cuivre (13) et 1l'autre conducteur (27)
pratiquement au méme potentiel électrique.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractéri-

25 sé en ce que l'autre conducteur'consiste-en une paroi en
métal (27) d'un réacteur (21).

11. Dlspos1t1f selon la revendlcat¢on 9, caracté-
risé en ce que les moyens qui connectent ensemble le cuivre
(13) et 1l'autre conducteur (27) consistent en un fil con-

30 ducteur de 1l'électricité (26).

12. Dispositif selon la revendication 9, caracté-
risé en ce que l'agent d'attaque comprend une solution
aqueuse de NO, ou HN055 Cu(N03)2 et un additif consistant
en un polymére.
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